BASTLERBEUTEL9)



Inhalt:

a) § Stick Miniplasttransistoren
(fiir geregelte ZF-Stufen)

") 5 Stiick Miniplasttransistoren i
(fiir ungeregelte ZF-Stufen)

c) 2 Stiick Silizium-nanTransistoren
(fiir hohere Betriebsspannungen) =

Anschluf3schema:
Farbpunkt

BEC B EC £ B.C
a b c



Daten der Transistoren:

a), b)

Reststrom
Durchbruchsspannung
Stromverstarkung

¢)
Reststrom
Reststrom

Stromverstéarkung

Iemo
U(BR)CED
hoag

CBO
IcrR

21E

Hv iy A

A A

ny

500 nA
e ¥

100 nA
5 mA

bei
bei
bei

bei
bei

bei

UCB = 20V

Ic = 1 mA

UCE w. 5V

IC = 10 mA

UCB = 100 V
UCER= 100 V

Rpp = .1 kOhm -
UCE = 10%

I 5 mA




Hinweise:

Die.im Bastlerbeutel entnaltenen ;‘v1pla:nt:atsiacﬁ BN SN
speziell fiir den Tinsatz im geregelten und unserccelte
tFP-Verstarker Tir Frequecnzen bis etwa 40 Liliz vorrszsehen,

Gute Ergebnisse kann man auch bei anderen dnwendun cn bis
200 KHz erzielen:

AN AT - lMischstufen
- Breitbandverstirker fiir UKW
Treiberstufen fiir Transistorsender

Diese Transistoren sind in Emitterscheltung einzusetzen.

Die metallverkappten Si-Transistoren kcnnen in Videostufen

4

und Regelnetzteilen filir hOhere Spannungen eingesetzt werden,



\

Halbleiter - Bastlerbeutel - Sortiment

]

NF-Schaltungen
inhalt: 14 ~Transistoren

HF-Schaltungen

Tnhalt: 10 HF- und UKW-Transistoren
Nﬁ—Leistun stransistér—Schaltungen
Tnhalt: b5 NF-Leistungstransistoren

Gleichrichterdioden !
Tnhalt: 12 Ge- bzw, Si-Gleichrichterdioden

Leistungsgleichrichterdioden
Tnhalt: 4 Si-Leistungsgleichrichterdioden

Si-Miniplasttransistoren
Tnhalt: 20 HF- und oSchalttransistoren

Si-Transistoren im Metallgehéuse
Tnhalt: 12 HF- und Schalttransistoren

Digitale Integrierte Schaltkreise

nhalt: B Integrierte ochaltkreise fiir die

Anwendung in der Digitaltechnik

50-400 mW

1- 10 W
021; 1A
10 A

200 mW

300-600 mW



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
STAMMBETRIEB BETRIEBSTEIL KONSUMGUTER
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